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スパッタ法を用いて成膜した AlNを face-to-face配置で高温アニール処理することにより、低転

位密度の AlN（FFA Sp-AlN）テンプレートを作製できることがこれまでに明らかになっており、

FFA Sp-AlNテンプレートは深紫外発光素子用の基板として期待されている[1,2]。一方、スパッタ

法と高温アニール処理を組み合わせて作製したAlGaNテンプレートについてはこれまでに報告さ

れていない。本研究では、スパッタ法を用いて AlN/GaN超格子構造をサファイア基板上に堆積し

た後、高温でアニール処理することにより AlGaN薄膜作製を試みたので報告する。 

はじめに、スパッタ法によりサファイア基板上に AlN 初期層を堆積し、18 周期の AlN/GaN 超

格子構造を堆積した。初期層および超格子構造に用いたAlNとGaNの設計膜厚は、それぞれ 7.5 nm

と 2.5 nmとした。ターゲットには、AlNおよび GaN焼結体を用いた。AlNの成膜条件として RF

出力 500 W、成膜圧力 0.05 Pa、N2雰囲気を用い、GaNの成膜条件として RF出力 50 W、成膜圧力

0.2 Pa、N2/Ar比 4を用いた。また、表面保護層として BN薄膜をスパッタ法で堆積した。その後、

試料と FFA Sp-AlNテンプレートを face-to-face配置し、1300~1500°C、窒素雰囲気において、3時

間のアニール処理を行った。微分干渉顕微鏡観察の結果、1500°Cにおけるアニール処理後の試料

では表面荒れが観察された。Fig. 1 (a)に、アニール処理前と 1400°Cにおけるアニール処理後の試

料の X線回折(XRD) 2θ-ω測定結果を示す。アニール処理前の試料では AlN/GaN周期構造による

サテライトピークが観察されたが、アニール処理後の試料ではサテライトピークは観察されず、

ほぼ単一の回折ピークが観察された。

アニール処理により、AlN/GaN界面に

おいて Al と Ga が拡散し、AlGaN 混

晶が形成されたと考えられる。

XRD(101
_

5)逆格子空間マッピングの

結果、1400°C におけるアニール処理

後の試料のAlGaNのAl組成は約 73%

であることがわかった。Fig.1 (b)に、

AlGaN(0002)および(101
_
2)X 線ロッキ

ングカーブ(XRC)測定から求めた半

値全幅(FWHM)を示す。AlGaN(0002)

回折の FWHMは、1400°C以上で約 10 

arcsec 程度に減少し、AlGaN(101
_
2)回

折の FWHMは、アニール温度の増加

に伴い減少することがわかった。 
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Fig. 1 (a) XRD (0002) 2θ-ω profiles of the samples 
without and with annealing. (b) XRC (0002) and (10
1
_
2) FWHMs of AlGaN films. 
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